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一重項ビラジカル分子 Ph2-IDPL (diphenyl derivative of s-indacenodiphenalene)は、1 eV 程度と、非

常に狭い HOMO-LUMO ギャップを持つ事が報告されている[1,2]。そのため、電界効果トランジス

タでは両極性を示す事が報告されている [3]。しかし、電極界面における電荷注入障壁が小さいた

めに、OFF 電流が増加し、ON/OFF 比の低下が本質的な問題である。高い ON/OFF 比を得るため

には、電極界面での注入障壁の大きさが鍵となるため、本研究では、Au電極界面にアルカンチオ

ールによる自己組織化単分子膜(SAM)を挿入する事で意図的に Au 電極表面に絶縁バッファ層を

形成し、ソース-ドレイン電圧が低い時の電荷の注入を難しくする事で OFF 電流を低減し、高い

ON/OFF比を目指した。 

これまでに、トランジスタの製作と並行して、SAM 処理し

た Au 電極と Ph2-IDPL の界面電子構造を評価するために紫外

光電子分光法(UPS)と逆光電子分光法(IPES)を用いた実験を実

施した。図 1は、1-テトラデカンチオール(TDT)による SAM処

理したAu表面上に Ph2-IDPLを真空蒸着した時のUPS-IPESの

結果である。図中の 1は Au電極、2は TDT-SAM/Au 電極、3、

4、5は Ph2-IDPL/ TDT-SAM/Au電極の電子構造で、3-5と番号

が大きい程、Ph2-IDPL の膜厚が大きい。これから、Ph2-IDPL/ 

TDT-SAM/Au 電極界面における注入障壁の高さを評価する事

ができる。講演では詳細な電子構造の解析結果や、作製した両

極性電界効果トランジスタの ON/OFF 比の測定結果について

も考察する。また、TDT-SAMの有無により Ph2-IDPLの電子構

造がどのように変化するかについても議論する予定である。 
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図 1: Ph2-IDPL/TDT/金電極界面の

UPS-IPES の結果 
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